Высоковольтные быстродействующие драйверы 1358EX01, 1358ЕХ02

Микросхемы интегральные серии 1358EX01, 1358EX02 (далее микросхемы) представляют собой высоковольтные быстродействующие драйверы, разработанные для управления нижним и верхним n-канальными МОП-транзисторами в синхронном понижающем преобразователе или в полумосте:
- 1358EX01АУ, 1358EX01АУ1, 1358EX01АТ, 1358EX01АН4 исполнение драйвера для работы с входными сигналами ТТЛ уровней (аналог LM5101);
- 1358EX01БУ, 1358EX01БУ1, 1358EX01БТ, 1358EX01БН4 исполнение драйвера для работы с входными сигналами ТТЛ уровней с блокировкой от неправильной комбинации управляющих сигналов;
- 1358EX01ВУ, 1358EX01ВУ1, 1358EX01ВТ, 1358EX01ВН4 исполнение драйвера для работы с входными сигналами КМОП уровней (аналог LM5100);
- 1358EX02У, 1358EX02У1, 1358EX02Т, 1358EX02Н4 исполнение драйвера для работы с входными сигналами ТТЛ уровней с функцией подстройки задержки включения внешних n-канальных МОП-транзисторов, программируемой дополнительным резистором для исключения возможности возникновения паразитных сквозных токов (аналог LM5104).
Драйвер верхнего уровня способен работать при напряжении на общем выводе верхнего ключа («плавающее» смещение) до 70 В. Выходы управляются независимо для микросхем 1358EX01АУ, 1358EX01АУ1, 1358EX01АТ, 1358EX01ВУ, 1358EX01ВУ1, 1358EX01ВТ; в микросхемах 1358EX01БУ, 1358EX01БУ1, 1358EX01БТ присутствует дополнительно блокировка от неправильной комбинации управляющих сигналов; для микросхем 1358EX02У, 1358EX02У1, 1358EX02Т выходы управляются при помощи одного входа и вывода подстройки задержки выключения внешних транзисторов (программируется защита от возникновения сквозного тока через внешние n-канальные МОП-транзисторы). Встроенный высоковольтный диод на одном кристалле с драйвером обеспечивает заряд внешнего «бутстрепного» конденсатора. Защита от пониженного напряжения питания обеспечивается для каждого канала.
Микросхемы находят применение в преобразователях полумоста и моста, двухканальных драйверах нижних ключей.
[bookmark: _GoBack]Микросхемы предназначены для использования в радиоэлектронной аппаратуре специального применения в диапазоне температур окружающей среды от минус 60 до 125°С для микросхем в корпусах Н02.8-1В и микросхем в корпусах 5119.16-А - АЕНВ.431420.578 ТУ, и в диапазоне температур окружающей среды от минус 60 до 85°С для микросхем в корпусах 4303.8-В - АЕНВ.431420.637 ТУ.

Основные характеристики микросхем 1358ЕХ01 и 1358ЕХ02:

· управление верхним и нижним ключом
· малые задержки на переключение каналов – 25 нс (типовое значение) 
· согласование каналов – 3 нс (типовое значение)
· низкий ток потребления
· встроенная защита от пониженного напряжения питания
· высокая нагрузочная способность – 1000 пФ с временем нарастания и спада выходного сигнала 8 нс
· диапазон напряжения питания за счет буферного конденсатора до 82 В
· подстрока задержки внешним резистором для исключения возможности возникновения паразитных сквозных токов при полумостовом включении микросхем 1358ЕХ02

Микросхемы изготавливаются по БиКДМОП технологии с низковольтными БиКМОП компонентами и высоковольтными ДМОП транзисторами n и p типа и интегральным «бутстрепным» диодом. Используются проектные топологические нормы 1.6 мкм с одним слоем поликремния и двумя слоями металла.
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Рисунок 1 – Схема электрическая структурная и условное графическое обозначение микросхем 1358ЕХ01АУ, 1358ЕХ01АУ1, 1358ЕХ01АТ, 1358ЕХ01БУ, 1358ЕХ01БУ1, 1358ЕХ01БТ, 1358ЕХ01ВУ, 1358ЕХ01ВУ1, 1358ЕХ01ВТ, 1358ЕХ01АН4, 1358ЕХ01БН4, 1358ЕХ01ВН4

Примечание - *:
- для микросхем 1358ЕХ01АУ, 1358ЕХ01АУ1, 1358ЕХ01АТ преобразователь входных сигналов ТТЛ уровней;
- для микросхем 1358ЕХ01БУ, 1358ЕХ01БУ1, 1358ЕХ01БТ преобразователь входных сигналов ТТЛ уровней с блокировкой от неправильной комбинации управляющих сигналов; 
- для микросхем 1358ЕХ01ВУ, 1358ЕХ01ВУ1, 1358ЕХ01ВТ преобразователь входных сигналов КМОП уровней. 


Т а б л и ц а 1 – Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхем и контактных площадок
	Номер вывода микросхем
1358ЕХ01АУ 1358ЕХ01БУ 1358ЕХ01ВУ
	Номер вывода микросхем 
1358ЕХ01АУ1 1358ЕХ01БУ1 1358ЕХ01ВУ1
	Номер вывода микросхем 
1358ЕХ01АТ 1358ЕХ01БТ 1358ЕХ01ВТ
	Номер контактной площадки микросхем 
1358ЕХ01АН4 1358ЕХ01БН4 1358ЕХ01ВН4
	Обозначение вывода
	Назначение вывода

	1
	15
	1
	1, 2
	VCC
	Вывод напряжения питания драйвера нижнего ключа и логической части ИС

	2
	16
	2
	3
	HB
	Вывод питания драйвера верхнего ключа

	3
	1
	3
	4
	HO
	Выход драйвера верхнего ключа

	4
	2
	4
	5
	HS
	Общий вывод драйвера верхнего ключа (плавающий)

	5
	7
	5
	6
	HI
	Вход управления драйвера верхнего ключа

	6
	8
	6
	7
	LI
	Вход управления драйвера нижнего ключа

	7
	9
	7
	8, 9
	GND
	Общий вывод драйвера

	8
	10
	8
	10
	LO
	Выход драйвера нижнего ключа

	–
	3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14
	–
	–
	NC
	Свободный вывод





 
 
 
 
VCC
RT
IN

Рисунок 2 – Схема электрическая структурная и условное графическое обозначение микросхем 1358ЕХ02У, 1358ЕХ02У1, 1358ЕХ02Т

Примечание - *:	
-  преобразователь входных сигналов ТТЛ уровней;


Т а б л и ц а 2 – Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхем 1358ЕХ02У, 1358ЕХ02У1, 1358ЕХ02Т и контактных площадок микросхем 1358ЕХ02Н4
	Номер вывода микросхемы
1358ЕХ02У в корпусе
H02.8-1В
	Номер вывода микросхемы 1358ЕХ02У1в корпусе
5119.16-A
	Номер вывода микросхемы 1358ЕХ02Т в корпусе
4303.8-В
	Номер контактной площадки микросхем 1358ЕХ02Н4
	Обозначение вывода
	Назначение вывода

	1
	15
	1
	1, 2
	VCC
	Вывод напряжения питания драйвера нижнего ключа и логической части ИС

	2
	16
	2
	3
	HB
	Вывод питания драйвера верхнего ключа

	3
	1
	3
	4
	HO
	Выход драйвера верхнего ключа

	4
	2
	4
	5
	HS
	Общий вывод драйвера верхнего ключа (плавающий)

	5
	7
	5
	7
	RT
	Вывод программирования задержки включения внешних транзисторов

	6
	8
	6
	9
	IN
	Вход управления драйвером

	7
	9
	7
	10, 11
	GND
	Общий вывод драйвера

	8
	10
	8
	12
	LO
	Выход драйвера нижнего ключа





Применение и эксплуатация микросхем (номинал и тип внешних элементов определяется потребителем)1
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Рисунок 3 – Типовая схема включения микросхем 1358ЕХ01АУ, 1358ЕХ01АУ1, 1358ЕХ01АТ, 1358ЕХ01БУ, 1358ЕХ01БУ1, 1358ЕХ01БТ, 1358ЕХ01ВУ, 1358ЕХ01ВУ1, 1358ЕХ01ВТ  при эксплуатации по схеме полумоста

1) Допускается не устанавливать внешний диод D1. При высоких частотах и/или значительных затворных ёмкостях внешних МОП транзисторов тепловыделение микросхем может существенно ограничивать допустимый диапазон рабочих температур среды, для уменьшения тепловыделения микросхемы допускается устанавливать внешний диод D1.
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Рисунок 4 – Типовая схема включения микросхем 1358ЕХ01АУ, 1358ЕХ01АУ1, 1358ЕХ01АТ, 1358ЕХ01БУ, 1358ЕХ01БУ1, 1358ЕХ01БТ, 1358ЕХ01ВУ, 1358ЕХ01ВУ1, 1358ЕХ01ВТ   при эксплуатации в качестве двухканального драйвера нижних ключей



Т а б л и ц а 3     Таблица истинности, уровней напряжений входов и выходов

	Вход
	Выход

	LI
	HI
	LO
	HO

	0
	0
	L
	L

	0
	1
	L
	H

	1
	0
	H
	L

	1
	1
	H[L]
	H[L]



* Примечание: в квадратных скобках обозначены комбинации для микросхем 1358EX01БУ, 1358EX01БУ1 (Т), 1358ЕХ01БН4 в случае срабатывания блокировки при неправильной комбинации управляющих сигналов.
«0» – входной сигнал низкого уровня UIL, «1» – входной сигнал высокого уровня UIH,
«L» – выходной сигнал низкого уровня ULO(LOW), UHO(LOW); 
«H» – выходной сигнал высокого уровня ULO(HIGH), UHO(HIGH);
Уровни напряжений входных и выходных сигналов согласно таблице 3.

ULO(HIGH)
UHO(HIGH)

UIL
UIH

HO, LO
ULO(LOW)
UHO(LOW)

HI, LI











Рисунок 5   Функционирование микросхем 1358ЕХ01АН4, 1358EX01АУ, 1358EX01АУ1, 1358ЕХ01АТ, 1358ЕХ01ВН4, 1358EX01ВУ, 1358EX01ВУ1, 1358EX01ВТ.
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Рисунок 6     Функционирование микросхем 1358ЕХ01БН4, 1358ЕХ01БУ, 1358ЕХ01БУ1, 1358ЕХ01БТ
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Рисунок 7   Типовая схема включения управления нижним и верхним n-канальными МОП-транзисторами в схеме полумоста микросхем 1358ЕХ02Н4, 1358EX02У, 1358EX02У1

1) Допускается не устанавливать внешний диод D1 . При высоких частотах и/или значительных затворных ёмкостях внешних МОП транзисторов тепловыделение микросхем может существенно ограничивать допустимый диапазон рабочих температур среды, для уменьшения тепловыделения микросхемы допускается устанавливать внешний диод D1 между выводами VCC и HB для ускорения заряда «бутстрепного» конденсатора. Конденсаторы С1, С2 бходимо устанавливать в непосредственной близости от микросхемы.
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Рисунок 8   Функционирование микросхем 1358ЕХ02Н4, 1358EX02У, 1358EX02У1

